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報告書データ / Report
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内容）

Abstract (Aim, Use
Applications and

Contents)

高性能センサの創出を目指して，酸化物およびグラフェンを基材としたナノデバイ
スを作製した．特に電極の堆積，パターニングを中心として行った．また，センシ
ング部も反応性スパッタを中心としてCu2OやWO3などを成膜した．

実験
Experimental

レーザー露光装置とスパッタあるいはイオンシャワーによる電極堆積を用いてリフ
トオフを中心とする電極構造の作製を行った．また，Cu2OやWO3については，反
応性スパッタによる酸化物の直接堆積による方法と金属の堆積後に研究室のおける
酸化による成膜の2種類を主として試した．

結果と考察
Results and Discussion

WO3の電極形成では，スパッタではナノワイヤが劣化してしまう問題があったが，
イオンシャワーによる電極堆積によって解決した．また，Cu2Oの堆積においては，
当初はCuOが成膜される傾向があったが，スパッタレートを上げることでCu2Oが
成膜されるようになった．
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